
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の凹部が形成された基板と、
　前記基板に形成され、前記複数の凹部同士の間に配置された光導波路と、
　傾斜面が形成され、前記凹部に挿入される挿入部と、前記凹部に挿入された前記挿入部
を支持する支持部と、を有する複数のベース部材と、
　前記ベース部材の前記挿入部に取り付けられ、前記基板の凹部の内側に配置された光素
子と、
　前記ベース部材における前記光素子が取り付けられた面と、その面の反対側の面とを貫
通する貫通電極と、
　前記挿入部における前記傾斜面に設けられた反射面と、
　を備え、
　前記ベース部材における前記挿入部が前記凹部に挿入されることにより、前記反射面と
前記光導波路とが位置決めされており、
　前記反射面の傾斜角度が、前記光導波路と前記光素子との間の光路を一致させる角度に
調整されていることを特徴とする光配線基板。
【請求項２】
　前記光導波路の一端側における凹部に配置された光素子が発光素子であり、
　前記光導波路の他端側における凹部に配置された光素子が光検出素子である請求項１に
記載の光配線基板。
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【請求項３】
　一箇所の凹部に、光素子として発光素子および光検出素子が設けられている請求項１ま
たは請求項２に記載の光配線基板。
【請求項４】
　前記光素子が、配線基板を介して、前記ベース部材に搭載されている請求項１～請求項
３のうちのいずれか１項に記載の光配線基板。
【請求項５】
　前記光素子が、前記ベース部材に直接搭載されている請求項１～請求項３のうちのいず
れか１項に記載の光配線基板。
【請求項６】
　前記ベース部材が、シリコン基板である請求項１～請求項５のうちのいずれか１項に記
載の光配線基板。
【請求項７】
　前記傾斜面が、異方性エッチングによって形成されている請求項１～請求項６のうちの
いずれか１項に記載の光配線基板。
【請求項８】
　前記凹部を覗く方向から見た前記挿入部および前記凹部の形状が、多角形状をなす請求
項１～請求項７のうちのいずいれか１項の記載の光配線基板。
【請求項９】
　基板に光導波路を形成する工程と、
　前記基板上における前記導波路上に複数の凹部を形成する工程と、
　傾斜角度が、前記光導波路と光素子との間の光路を一致させる角度に調整された傾斜面
が形成され、前記凹部に挿入される挿入部と、前記基板の表面に支持されて、前記凹部に
挿入される前記挿入部を支持する支持部とを有する複数のベース部材を製造する工程と、
　前記傾斜面に反射面を形成する工程と、
　前記ベース部材における前記光素子が取り付けられる面とその反対側の面とを貫通する
貫通電極を設ける工程と、
　前記基板の凹部に配置される前記光素子を前記ベース部材の前記挿入部に取り付ける工
程と、
　前記ベース部材における挿入部を前記凹部に挿入して、前記反射面と前記光導波路とを
位置決めする工程と、
　を含むことを特徴とする光配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記ベース部材は、複数のベース部材が連続するベース部材母材を形成した後、前記ベ
ース部材母材をダイシングすることによって製造される請求項９に記載の光配線基板の製
造方法。
【請求項１１】
　前記ベース部材における前記傾斜面が、異方性エッチングによって形成される請求項９
または請求項１０に記載の光配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光配線基板および光配線基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータの大容量化などに伴い、高速での信号処理に対する要求
が高まっており、かかる状況下において、光での信号通信を行う光配線基板がある。この
ような光配線基板として、たとえば特開平５－６７７７０号公報に開示された光電子集積
回路装置がある。この光電子集積回路装置は、電子回路と発光素子と光検出素子が形成さ
れた光電子集積回路基板および光導波路が形成された光配線基板を有している。光配線基
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板には、発光素子または光検出素子に対応する傾斜面が形成されており、その傾斜面に光
導波路の端部が位置している。さらに、傾斜面には、光電子集積回路基板の光結合用の光
を反射する反射膜が形成されているというものである。
【特許文献１】特開平５－６７７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記特許文献１に開示された光電子集積回路装置では、光配線基板の傾斜面間
の凸部に光電子集積回路が配置されている。このため、発光素子から出射される光が反射
面に反射して光導波路に導入され、または光導波路から出射される光が反射面に反射して
光検出素子に導入されるためには、光配線基板に対して高い精度で光電子集積回路を位置
決めする必要がある。ところが、高い精度で位置決めするための措置がとられておらず、
その位置決めに非常に手間がかかるという問題があった。
【０００４】
　そこで、本発明の課題は、発光素子や光検出素子と、光導波路との位置決めを容易に行
うことができる光配線基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決した本発明に係る光配線基板は、複数の凹部が形成された基板と、基板
に形成され、複数の凹部同士の間に配置された光導波路と、傾斜面が形成され、凹部に挿
入される挿入部と、凹部に挿入された挿入部を支持する支持部と、を有する複数のベース
部材と、ベース部材の挿入部に取り付けられ、基板の凹部の内側に配置された光素子と、
ベース部材における光素子が取り付けられた面と、その面の反対側の面とを貫通する貫通
電極と、挿入部における傾斜面に形成され、光導波路と光素子との間の光路を通過する光
を反射する反射面と、を備え、傾斜面の傾斜角度が、光導波路と光素子との間の光路を一
致させる角度に調整され、ベース部材における挿入部が凹部に挿入されることにより、反
射面と光導波路とが位置決めされるものである。
【０００６】
　本発明に係る光配線基板では、光素子が取り付けられたベース部材の挿入部が、基板に
形成された凹部に挿入されることにより、挿入部に形成された反射面と基板に形成された
光導波路とが位置決めされる。したがって、光導波路とベース部材に取り付けられた反射
面の位置決めが正確かつ容易に行うことができ、光導波路と光検出素子は発光素子などの
光素子との位置決めを正確かつ容易に行うことができる。
【０００７】
　ここで、光導波路の一端側における凹部に配置された光素子が発光素子であり、光導波
路の他端側における凹部に配置された光素子が光検出素子である態様とすることができる
。
【０００８】
　このように光導波路の一端側に発光素子を設け、他端側に光検出素子を設ける態様とす
ることにより、光信号の入出力を容易に行うことができる。
【０００９】
　また、一箇所の凹部に、光素子として発光素子および光検出素子が設けられている態様
とすることができる。
【００１０】
　一箇所の凹部に発光素子および光検出素子が設けられていることにより、いずれの他の
凹部に設けられた発光素子および光検出素子のいずれとも通信処理を行うことができる。
【００１１】
　さらに、光素子が、配線基板を介して、ベース部材に搭載されている態様とすることも
できる。
【００１２】
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　このように、光素子が光素子用基板を介してベース部材に搭載されている態様とするこ
とにより、たとえば１箇所の凹部に設けられた複数の光素子を配線基板に設けられた配線
によって接続することができる。
【００１３】
　さらに、光素子が、ベース部材に直接搭載されている態様とすることもできる。
【００１４】
　光素子がベース部材に直接搭載されていることにより、凹部内のスペースを有効に活用
することができる。
【００１５】
　また、ベース部材が、シリコン基板である態様とすることができる。
【００１６】
　ベース部材としては、シリコン基板を好適に用いることができる。
【００１７】
　さらに、傾斜面が、異方性エッチングによって形成されている態様とすることができる
。
【００１８】
　シリコン樹脂をベース部材として、異方性エッチングによって傾斜面を形成することに
より、傾斜面を精度よく形成することができる。
【００１９】
　また、凹部を覗く方向から見た挿入部および凹部の形状が、多角形状をなす態様とする
ことができる。
【００２０】
　凹部を覗く方向から見た挿入部および凹部の形状が多角形状をなしていることにより、
多くの反射面を形成することができる。したがって、基板における凹部の配置のバリエー
ションを増やすことができる。
【００２１】
　他方、上記課題を解決した本発明の係る光配線基板の製造方法は、基板に光導波路を形
成する工程と、基板上における導波路上に複数の凹部を形成する工程と、傾斜角度が、光
導波路と光素子との間の光路を一致させる角度に調整された傾斜面が形成され、凹部に挿
入される挿入部と、基板の表面に支持されて、凹部に挿入される挿入部を支持する支持部
とを有する複数のベース部材を製造する工程と、傾斜面に反射面を形成する工程と、ベー
ス部材における光素子が取り付けられる面とその反対側の面とを貫通する貫通電極を設け
る工程と、基板の凹部に配置される光素子をベース部材の挿入部に取り付ける工程と、ベ
ース部材における挿入部を凹部に挿入して、反射面と光導波路とを位置決めする工程と、
を含むものである。
【００２２】
　本発明に係る光配線基板の製造方法では、光素子が取り付けられたベース部材の挿入部
が、基板に形成された凹部に挿入されることにより、挿入部に形成された反射面と基板に
形成された光導波路とが位置決めされる。したがって、光導波路とベース部材に取り付け
られた反射面の位置決めが正確かつ容易に行うことができ、光導波路と光検出素子は発光
素子などの光素子との位置決めを正確かつ容易に行うことができる
　ここで、ベース部材は、複数のベース部材が連続するベース部材母材を形成した後、ベ
ース部材母材をダイシングすることによって製造される態様とすることができる。
【００２３】
　こうしてベース部材を形成することにより、複数のベース部材を容易に製造することが
できる。
【００２４】
　また、ベース部材における傾斜面が、異方性エッチングによって形成される態様とする
こともできる。
【００２５】
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　ベース部材における傾斜面を異方性エッチングによって形成することにより、傾斜角度
の精度が高い傾斜面を形成することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、発光素子や光検出素子と、光導波路との位置決めを容易に行うことが
できる光配線基板を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各実施形態
において、同一の機能を有する部分については同一の符号を付し、重複する説明は省略す
ることがある。
【００２８】
　図１は、本発明の実施形態に係る光配線基板の要部概略斜視図、図２はその要部概略側
断面図、図３はその全体平面図、図４はその全体透視図である。
【００２９】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る光配線基板１は、基板１０、ベース部
材２０、受発光部材３０、および大規模集積回路（ Large Scale Integration：以下「Ｌ
ＳＩ」という）４０を備えている。
【００３０】
　基板１０は、たとえばシリコン基板であり、基板１０の表面には、図３に示すように、
低速・制御信号／電源用のメタライズパターン１１が形成されている。メタライズパター
ン１１の間には、複数、本実施形態では３つの凹部１２が形成されており、この凹部１２
にベース部材２０の一部（挿入部２２）および受発光部材３０が収容される。この凹部１
２は、たとえば反応性イオンエッチング（ＲＩＥ： Reactive Ion Etching）によって形成
されている。
【００３１】
　また、基板１０の内部には、図４に透視図で示すように、配線機能を有する複数の光導
波路１３が凹部１２同士に間に配置されている。光導波路１３は、たとえばポリイミドに
よって形成されている。凹部１２は、凹部１２を覗く方向から見て四角形をなしており、
各辺に対応する面に、それぞれ光導波路１３が接続されている。
【００３２】
　ベース部材２０は、たとえばシリコン基板であり、支持部２１および挿入部２２を備え
ている。支持部２１は、図５および図６にも示すように、凹部１２を除く方向から見た面
が、凹部１２よりも大きい四角形の板状をなしており、その下面側に挿入部２２が設けら
れた形態をなしている。また、支持部２１の上面側には、メタライズパターン２３が形成
されている。メタライズパターン２３は、ＩＣボンディングパッド２３Ａおよびワイヤボ
ンディングパッド２３Ｂを備え、さらに両者を電気的に接続するパターン電極２３Ｃを備
えている。ワイヤボンディングパッド２３Ｂは、図２に示すボンディングワイヤＷによっ
て基板１０に形成されたメタライズパターン１１に電気的に接続されている。
【００３３】
　一方、挿入部２２は、支持部２１の表面の四角形よりも小さい四角形を底面とする四角
錐台状をなしており、第一傾斜面２４および第二傾斜面２５が形成されている。ベース部
材２０における挿入部２２は、異方性エッチングによって形成されている。このため、傾
斜面２４，２５の傾斜角度は精度よく形成されている。ベース部材２０の製造手順につい
ては、さらに後に説明する。
【００３４】
　また、支持部２１との境目をなす挿入部２２における上面は、基板１０に形成された凹
部１２よりも一回り大きいかほぼ同じ大きさとされており、挿入部２２における下面は、
凹部１２よりも小さい大きさとされている。このように、凹部１２を覗く方向から見た挿
入部２２および凹部１２の形状が、多角形状、本実施形態では四角形状とされている。
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【００３５】
　第一傾斜面２４の表面には、送信光反射部材が被覆されて送信光反射面２６が形成され
ており、第二傾斜面２５の表面には受信光反射部材が被覆されて受信光反射面２７が形成
されている。第一傾斜面２４は、図５（ｂ）に示すように、４５度の傾斜角度θ１をなし
ており、第二傾斜面２５は、図６（ｂ）に示すように、３５．３度の傾斜角度θ２をなし
ている。反射面２６，２７は、いずれもたとえばアルミ蒸着膜によって形成されている。
【００３６】
　さらに、支持部２１および挿入部２２には、支持部２１の上面からその面の反対側の面
である挿入部２２の下面に至る間を貫通するホトダイオード接続用貫通電極２８およびレ
ーザ接続用貫通電極２９が設けられている。ホトダイオード接続用貫通電極２８は、挿入
部２２の平面視した四角形の側部に配置され、レーザ接続用貫通電極２９は、その中央部
に配置されている。
【００３７】
　受発光部材３０は、図７（ａ）に示すように、２つの光検出素子であるホトダイオード
アレイ３１，３２および発光素子であるレーザダイオードアレイ３３を備えている。これ
らのホトダイオードアレイ３１，３２およびレーザダイオードアレイ３３がそれぞれベー
ス部材２０に直接取り付けられている。レーザダイオードアレイ３３における、レーザダ
イオードとしては、面発光型半導体レーザ（ＶＣＳＥＬ）が用いられている。
【００３８】
　第一ホトダイオードアレイ３１には、複数、本実施形態では５個の光検出部（光感応部
）３４が設けられており、各光検出部３４は、それぞれアノード電極３５に電気的に接続
されている。各光検出部３４は、平面視した状態で、ベース部材２０の挿入部２２におけ
る受信光反射面２７の真下に配置されている。第一ホトダイオードアレイ３１には、３個
のカソード電極３６が設けられている。
【００３９】
　第二ホトダイオードアレイ３２は、第一ホトダイオードアレイ３１と同様の構成を有し
ており、５つの光検出部３４およびこれに電気的に接続されるアノード電極３５、並びに
カソード電極３６を備えている。
【００４０】
　レーザダイオードアレイ３３には、複数、本実施形態では１０個の発光部３７が設けら
れており、各発光部３７はアノード電極３８に接続されている。各発光部３７は、平面視
した状態で、ベース部材２０の挿入部２２における送信光反射面２６の真下に配置されて
いる。さらに、レーザダイオードアレイ３３には、８個のカソード電極３９が設けられて
いる。
【００４１】
　これらのホトダイオードアレイ３１，３２およびレーザダイオードアレイ３３は、図７
（ｂ）に示すように、ベース部材２０における挿入部２２にフリップチップボンディング
されて直接搭載されている。こうして、ホトダイオードアレイ３１，３２におけるアノー
ド電極３５およびカソード電極３６が、ベース部材２０におけるホトダイオード接続用貫
通電極２８に電気的に接続される。また、レーザダイオードアレイ３３におけるアノード
電極３８およびカソード電極３９が、それぞれベース部材２０におけるレーザ接続用貫通
電極２９に接続される。
【００４２】
　このように、受発光部材３０では、その周囲に光検出部３４および発光部３７が配置さ
れ、中央部に電極３５，３６，３８，３９が配置されている。こうして、光検出部３４と
受信光反射面２７、発光部３７と送信光反射面２６との間に光路が形成可能とされている
。また、これらの傾斜角度θ１、θ２は、光導波路１３と受発光部材３０に設けられた光
検出部３４および光導波路１３と発光部３７との光路を一致させる角度に調整されている
。
【００４３】
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　ＬＳＩ４０は、図８（ａ）に示すように、その表面側に設けられたホトダイオード接続
用パッド４１およびレーザ接続用パッド４２を備えている。また、ＬＳＩ４０の表面側に
は、その周辺に沿って低速・制御信号／電源端子用のボンディングパッド４３が設けられ
ている。また、図示しない処理回路が設けられている。
【００４４】
　ＬＳＩ４０は、図８（ｂ）に示すように、ベース部材２０における支持部２１の上面に
フリップチップボンディングされて取り付けられている。ＬＳＩ４０におけるホトダイオ
ード接続用パッド４１は、ベース部材２０におけるホトダイオード接続用貫通電極２８に
電気的に接続される。また、レーザ接続用パッド４２がベース部材２０におけるレーザ接
続用貫通電極２９に接続される。
【００４５】
　これらの貫通電極２８，２９が設けられていることにより、非常に短い距離で、また配
線の引き回しを行うことなくＬＳＩ４０とホトダイオードアレイ３１，３２、レーザダイ
オードアレイ３３とを接続することができる。ベース部材２０としてシリコン基板が用い
られていることから、貫通電極２８，２９を容易に設けることができる。
【００４６】
　光配線基板１では、基板１０における凹部１２にベース部材２０における挿入部２２お
よび挿入部２２に取り付けられた受発光部材３０が挿入されて、受発光部材３０は凹部１
２の内側に配置されている。また、凹部１２にベース部材２０の挿入部２２が挿入される
ことにより、挿入部２２に形成された反射面２６，２７と光導波路１３とを容易に位置決
めすることができる。
【００４７】
　また、ベース部材２０の挿入部２２に取り付けられたホトダイオードアレイ３１，３２
およびレーザダイオードアレイ３３は、ベース部材２０に対して精度よく位置決めされて
いる。このため、光導波路１３から凹部１２に向けて出射した光は、受信光反射面２７に
反射してホトダイオードアレイ３１，３２の光検出部３４に精度よく入射する。また、レ
ーザダイオードアレイ３３の発光部３７から出射した光は、送信光反射面２６に反射して
、光導波路１３に精度よく入射する。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る光配線基板の製造方法について説明する。まず、ベース部材２
０の製造方法について説明する。図９は、ベース部材を製造する工程を示す工程図である
。
【００４９】
　まず、通常用いられるよりも厚い板状のシリコン基板を用意し、シリコン基板の表面か
ら異方性エッチングを行い、図９（ａ）に示すようなベース部材母材５０を製造する。ベ
ース部材母材５０には、複数の凸部５１および凹部５２が交互に形成されている。このベ
ース部材母材５０における凸部５１に、その表面と裏面とを貫通する貫通電極５３を形成
する。また、裏面側には、所定の配線パターン５４を形成する。
【００５０】
　次に、ベース部材母材５０の凸部５１における傾斜面を除いた面、すなわち凸部５１の
頂面および凹部５２の上面をマスクし、アルミ蒸着を行う。このアルミ蒸着により、図９
（ｂ）に示すように、凸部５１における傾斜面に反射面５５を形成する。
【００５１】
　続いて、図９（ｃ）に示すように、複数の凸部５１におけるそれぞれの頂面に、受発光
部材３０をフリップチップボンディングによって取り付ける。受発光部材３０は、図７に
示すものを取り付けるが、ここでは簡略化して描いている。受発光部材３０を取り付けた
ら、隣接する凸部５１同士の間における中央にダイシングライン５６を設定する。
【００５２】
　ダイシングライン５６を設定したら、このダイシングライン５６に沿って、ダイシング
ブレードによってベース部材母材５０を切断する。こうしてベース部材母材５０を切断す
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ることにより、受発光部材３０が取り付けられたベース部材２０が製造される。
【００５３】
　こうして製造されたベース部材２０では、ベース部材母材５０の凸部５１がベース部材
２０の挿入部２２となり、ベース部材母材５０の凹部がベース部材２０の支持部２１とな
る。また、反射面５５のうち、光検出部３４（図７）の上方に位置する面が受信光反射面
２７となり、発光部３７の上方に位置する面が送信光反射面２６となる。
【００５４】
　次に、基板１０の製造手順について説明する。図１０は、基板の製造工程を示す工程図
である。
【００５５】
　まず、通常用いられるよりも厚い板状のシリコン基板からなる基板母材を用意し、図１
０（ａ）に示すように、基板母材５７の表面に光導波路１３を形成する。光導波路１３は
、たとえばポリイミドによって製造される。光導波路１３は、シルエットが図４に示す形
で製造され、この段階では凹部１２が形成されている位置にも形成しておく。
【００５６】
　光導波路１３を形成したら、図１０（ｂ）に示すように、基板母材５７の表面の光導波
路上に所定のメタライズパターン１１を形成する。このメタライズパターン１１は、図３
に示すような形状に形成される。基板母材５７にメタライズパターン１１を形成したら、
図１０（ｃ）に示すように、反応性イオンエッチングによって、光導波路１３とともに基
板母材５７をエッチングして複数の凹部１２を形成する。このため、凹部１２は、光導波
路１３と接続されるようにして形成され、複数の凹部１２の間に光導波路１３が形成され
る。このようにして、基板１０が製造される。
【００５７】
　さらに、基板１０とベース部材２０との組み付けについて説明する。図１１は、基板と
ベース部材とを組み付ける手順を示す工程図である。
【００５８】
　図１１（ａ）に示すように、基板１０における複数の凹部１２に対して、それぞれベー
ス部材２０における挿入部２２および挿入部２２に搭載された受発光部材３０を挿入する
。そのままベース部材２０の挿入部２２および受発光部材３０を挿入すると、図１１（ｂ
）に示すように、ベース部材２０における支持部２１が基板１０の表面に当接する。この
とき、ベース部材２０における支持部２１と挿入部２２との境目が、基板１０における凹
部１２の角部に当接する。
【００５９】
　ここで、ベース部材２０における挿入部２２は、異方性エッチングによって高い精度で
形成されている。このため、ベース部材２０の支持部２１と挿入部２２との境目が凹部１
２の角部に当接することで、基板１０に対してベース部材２０が高い精度で位置決めされ
る。その結果、基板１０に設けられた光導波路１３とベース部材２０の挿入部２２に設け
られた反射面２６，２７を高い精度で位置決めすることができ、光導波路１３と光検出部
３４、光導波路１３と発光部３７とを高い精度で位置決めすることができる。
【００６０】
　ここで、支持部２１と境目をなす挿入部２２における上面が凹部１２の開口部よりも大
きい場合には、挿入部２２は凹部１２には完全に挿入されず、支持部材２１は基板１０か
らわずかに浮いた状態となる。この場合でも、反射面２６，２７は所定の角度で形成され
ているので、光導波路１３と光検出部３４、光導波路１３と発光部３７とを高い精度で位
置決めすることができる。
【００６１】
　したがって、発光部３７から出射される光は、送信光反射面２６に反射され、高い精度
で光導波路１３に導入される。また、光導波路１３から出射される光は、受信光反射面２
７に反射され、高い精度で光検出部３４に入射される。
【００６２】
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　こうして、基板１０にベース部材２０における挿入部２２および受発光部材３０とを挿
入したら、図１１（ｃ）に示すように、ベース部材２０における支持部２１の上面にＬＳ
Ｉ４０をフリップチップボンディングする。それとともに、ベース部材２０に設けられた
とメタライズパターン２３と基板１０に設けられたメタライズパターン１１とをボンディ
ングワイヤＷで接続する。こうして、光配線基板１を製造することができる。
【００６３】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。たとえば、上記実施形態では、ベース部材における挿入部に受発光部材
を直接搭載したが、配線基板を介して光素子を搭載する態様とすることもできる。図１２
は、この態様を示す例である。図１２に示すように、配線基板６０の端部に、それぞれ光
検出素子６１および発光素子６２が取り付けられている。配線基板６０には、図示しない
配線パターンが形成されている。配線基板６０がベース部材２０の挿入部２２の下面にフ
ィリップチップボンディングされることにより、配線基板６０を介して、光検出素子６１
および発光素子６２を搭載されている。このような態様の光配線基板とすることができる
。
【００６４】
　また、上記実施形態では、凹部１２のそれぞれに発光素子および光検出素子が設けられ
ているが、発光素子または光検出素子のみが設けられている態様とすることもできる。さ
らに、上記実施形態におけるホトダイオードアレイに簡単なアンプを設けたり、レーザダ
イオードアレイに簡単なドライバを内蔵したりする態様とすることもできる。このような
アンプやドライバを設けることにより、ＬＳＩを簡素な構成とすることができる。さらに
基板１０における光導波路１３には、配線機能のほか、波長分離機能や分岐機能など、光
導波路としてのファンクションを埋め込むこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施形態に係る光配線基板の要部概略斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る光配線基板の要部概略側断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る光配線基板の全体平面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る光配線基板の全体透視図である。
【図５】ベース部材を示す図であり、（ａ）は裏面図、（ｂ）は側面図である。
【図６】ベース部材を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図である。
【図７】（ａ）は受発光部の平面図、（ｂ）は受発光部をベース部材に取り付けた状態の
裏面図である。
【図８】（ａ）はＬＳＩの平面図、（ｂ）はＬＳＩをベース部材に取り付けた状態の平面
図である。
【図９】ベース部材を製造する工程を示す工程図である。
【図１０】基板の製造工程を示す工程図である。
【図１１】基板とベース部材とを組み付ける手順を示す工程図である。
【図１２】他の態様に係る光配線基板の要部概略側断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１…光配線基板、１０…基板、１１，２３…メタライズパターン、１２…凹部、１３…
光導波路、２０…ベース部材、２１…支持部、２２…挿入部、２３Ｃ…パターン電極、２
４…第一傾斜面、２５…第二傾斜面、２６…送信光反射面、２７…受信光反射面、２８…
ホトダイオード接続用貫通電極、２９…レーザ接続用貫通電極、３０…受発光部材、３１
…第一ホトダイオードアレイ、３２…第二ホトダイオードアレイ、３３…レーザダイオー
ドアレイ、３４…光検出部、３７…発光部、４０…ＬＳＩ、５０…ベース部材母材、５１
…凸部、５２…凹部、５３…貫通電極、５４…配線パターン、５５…反射面、５６…ダイ
シングライン、５７…基板母材、Ｗ…ボンディングワイヤ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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